
 
 

  
 
 
 
  
  
  

  
   



 
 

 

 

  
  

  کیالکترون -ه کارشناسی ارشد مهندسی برقنامه دور پایان

  

  هاي کربنيو نانو لوله ساخت ترانزيستورهاي ارگانيک با عايق فروالکتريک، اتصالات فلزي 

  

  

 :توسط

  ميثم نجفي

  

  :استاد راهنما

  اکبري برومنددکتر فرهاد 

  

  

  

  1391 آذرماه سال



 
 

  تأييديه هيات داوران

  يثم نجفيم: يآقا پايان نامه ينسخه نهائ ،ئت داورانيه ياعضا
  

 يهاو نانو لوله يک، اتصالات فلزيق فرو الکتريک با عايستور ارگانيساخت ترانز: عنوان بارا 
 يکربن

  
  .کند مي تأييد ارشد يکارشناسل درجه يتکم يآن را برارش ينموده و پذ يبررس ياز نظر فرم و محتو

  

  امضاء  رتبه علمي  نام و نام خانوادگي  اعضاي هيئت داوران

    ارياستاد  برومند يدکتر فرهاد اکبر  استاد راهنما -١

        استاد مشاور -٢

        استاد مشاور -٣

    استاد  یلحصاتر دک  استاد ممتحن -٤

    استاد  پوری تحف تردک  استاد ممتحن -٥

    استاد  دکتر صالحی  يليلات تکمينماينده تحص -٦

  
  



 
 

  دانشجو اظهارنامه

ک يالکترون گرايشبرق  مهندسي رشته ارشد كارشناسي دانشجوي يثم نجفيم اينجانب 
 تحقيقات كه نمايممي گواهي طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاهوتر يبرق و کامپ يمهندس دانشكده

اتصالات ساخت ترانزيستورهاي ارگانيک با عايق فروالکتريک،  عنوان با نامه پايان اين در شده ارائه
 توسط ،برومند يفرهاد اکبر دكتر آقاي جناب محترم استاد راهنمايي با هاي کربنيو نانو لوله فلزي

 در و باشد،مي تأييد مورد نامه پايان اين در شده نگارش مطالب اصالت و صحت و شده انجام اينجانب شخص

 مطالب كه نمايممي گواهي بعلاوه. تاس شده اشاره استفاده مورد مرجع به محققان ديگر كار از استفاده مورد

 هيچ در ديگري فرد يا اينجانب توسط امتيازي يا مدرك نوع هيچ دريافت براي كنون تا نامه پايان در مندرج

 كرده رعايت كامل بطور را دانشگاه مصوب )فرمت( چارچوب نامه پايان متن تدوين در و است نشده ارائه جا

  .ام
  
  
  
  
  

  :امضا دانشجو               
  :خيتار                        



 
 

  نتايج مالكيت و نشر و طبع حق

 بصورت برداري كپي هرگونه .باشدمي آن نويسنده به متعلق نامه پايان اين تكثير و چاپ حق -۱

برق و  يمهندس دانشكده كتابخانه يا نويسنده موافقت با تنها آن از بخشي يا نامه پايان كل
 .باشدمي مجاز طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاهوتر يکامپ

 .باشد داشته وجود شده تكثير نسخه در بايد نيز صفحه اين متن ضمناً

 و باشدمي طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه به متعلق اثر اين معنوي حقوق كليه  -۲

 .نيست واگذاري قابل ثالث شخص به دانشگاه كتبي اجازه بدون

  .باشدنمي مجاز مراجع ذكر بدون نامه پايان در موجود نتايج و اطلاعات از استفاده همچنين

   



 
 

  
  

  

  

  

  

  م به مادر و پدریتقد
  زتر از جانمیعز 



 
 

  تشکر و قدرداني

ساخت از زحمات و تجارب  يو چه در مرحله يدر مراحل آماده ساز چهن پروژه يدر انجام ا
دکتر فرهاد  يجناب آقا ارجمنددر مرحله اول از استاد . ان استفاده شده استيد و دانشجوياز اسات ياريبس

ر يگيوسته پيبنده پرداخته و به صورت پ ييکار صبورانه به راهنما يبرومند که در طول اجرا ياکبر
از خداي منان براي ايشان  را يزندگ لحظاتق در تمام يتوف يشرفت پروژه بودند، تشکر کرده و آرزويپ

 يدانشجو يلاجورد يمهد يچون آقا يمه هاديشگاه ادوات نيان آزمايدر مرحله بعد از دانشجو. خواستارم
آنها  ييمختلف کار از راهنما يهاندس رئوف که در بخشوخانم مه يمهندس خادم يو آقا يدکتر

 .به زحمات آنها باشد ين پروژه جوابيا تيفيآورم و آرزومندم که کيتشکر به عمل م ،استفاده شده است



 
 

  چکيده

از ير فرار نيک حافظه غيم، به يک با آن روبرو هستيک ارگانيکه در الکترون ياکثر موارد کاربرد
، به يمريپل يهاحافظه. نمود، پاک کرد و خواند يزيبرنامه ر يکيدارد که بتوان آن را به صورت الکتر

شده  يقاتير از موضوعات فعال تحقياخ يهاک، در ساليک ارگانيدر الکترون يضرور ياعنوان محدوه
باشد که يمعمول م يحافظه ها ين و مکمل تکنولوژيگزيجا ين ساختار احتمالا تکنولوژياست، چراکه ا

 يان ساختارهاياز م. کرو به نانو روبرو شده استياز ابعاد م يدر حوزه کوچک ساز يبا مشکلات فراوان
، (OFET)ک يدان ارگانياثر م يستورهايه ترانزيبر پا ييک، حافظه هايارگان يهاحافظه يمتفاوت موجود برا

ره يذخ ير برايانعطاف پذ يطين و محيينه پايل محقق کردن وزن کم، هزيباشد که پتانسيم ييتکنولوژ
. ميشويمجدد متمرکز م يزيت برنامه ريک با قابلير فرار ارگانيغ يهان پروژه ما بر حافظهيدر ا. بار را دارد

 (FeFET)ک ير ارگانيک غيدان فروالکترياثر م يستورهايها و ترانزبر بحث، انواع حافظه يابه عنوان مقدمه
اثر  يستورهايک و ترانزيارگان يهاک، نانو لولهيکامل بر مواد ارگان يمرور يبعد يهافصل. اندشده يمعرف

ک يدان فروالکترياثر م يستورهايبر ترانز ياژهيد ويدامه ما تاکدر ا. دهديارائه م (OFET)ک يدان ارگانيم
 يکه برا يو نرم افزار مانند مدارها ييازهايش نيند ساخت و پيفرا. م داشتيخواه (FerrOFET)ک يارگان

ج حاصله را با يسرانجام ما نتا. رديگينوشته شده است، مورد بحث قرار م يرياندازه گ يهاکنترل دستگاه
  .م داديه خواهينده ارايآ يکارها يرا برا يشنهادات مختلفيم و پيکنيم يريجه گيسه کرده، نتيهم مقا
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 استفاده قرار گرفته استدستگاه لايه نشاني تحت خلا که براي لايه نشاني نيمه هادي و فلزات مورد ) ۷-۶شماره  شکل ٦٧
 ماسک فلزي مورد استفاده براي لايه نشاني الکترودها ) ۸ -۶شماره  شکل ٦٨
 اي از ترانزيستور ساخته شدهنمونه) ۹-۶شماره  شکل ٦٨
 زير ميکروسکوپ نوري با لنزهاي مختلف ميکرومتر ۶۰تصاوير ترانزيستور ساخته شده با کانال ) ۱۰-۶شماره  شکل ٦٩
 مشخصه ولتاژ مستقيم ترانزيستور ساخته شده) ۱۱-۶شماره  شکل ٧٠
  منحني مشخصه ولتاژ مستقيم ترانزيستور در تمام نواحي) ۱۲-۶شماره  شکل  ٧١
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هايي بسيار ريز در وجود سوراخ –) سمت چپ( MXD6و ) سمت راست(مجاورت آلومينيوم  شکل) ۱۶-۶شماره  شکل  ٧٤

  شوندمشهود است که موجب نشتي جريان مي شکل
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  ميستور تحت ولتاژ مستقيس ترانزيسترزيه يمنحن) ۱۸-۶شماره  شکل  ٧٥
  الکترودهايي از جنس نانولوله کربني) ۱۹-۶شماره  شکل  ٧٧
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  براي ساختارهاي اتصال پايينمنحني هيسترزيس ) ۲۱-۶شماره  شکل  ٧٨
  مدار مورد استفاده براي اعمال سيگنال متناوب) ۲۲-۶شماره  شکل  ٧٩
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  مقدمه -۱- ۱
 يفناور. ما شده است ياز زندگ يار مهميل به بخش بسيتبد ١(IT)اطلاعات  يامروزه فناور

 يهاني، ماش٢(PDA)تال يجيد يار شخصي، دستيشخص يهاانهيهمراه، را يهااطلاعات به شکل تلفن
ش يهمزمان با افزا. شوديده ميگر، همواره و در همه جا ديد ياريو بس يصوت يهادورنما، پخش کننده

 يهمه. شده است يل به مطلب مهمياطلاعات تبد يره سازيو ذخ يابزار همراه، کوچک ساز يدگيچيپ
 يمتعارف بر رو يهاحافظه. باشنديها ماطلاعات و حافظه يره سازيازمند ذخياطلاعات ن يادوات فناور

که تقاضا  يياز آنجا. شونديم ياده سازيها پستورها و خازنيمانند ترانز يهادمهيه نيمجتمع بر پا يمدارها
 يها و قطعات است، همواره تقاضا براحافظه يمحرک در تکنولوژ يعامل اصل ،همراه يهاتيفعال يبرا

ن وجود، يبا ا]. ۱،۲[کمتر وجود دارد  ينهيستم، مصرف توان کمتر و هزيعملکرد بهتر س ،شتريت بيظرف
]. ۳-۵[کند يد ميرا تهد يند کوچک سازين فرايا يوستگي، پيو اقتصاد يکيزياز عوامل ف يتعداد

هستند که  يريد در حال شکل گيحافظه و مواد جد يد ساختارهايتول يدر راستا يديجد يهافرصت
  .را حفظ کند ٣قانون مور يها روند منحنق آنيکند از طريصنعت تلاش م

موجود با  يدو بعد يهاپيشتر چيب يصورت گرفته، اختصاص به کوچک ساز يهاشتر تلاشيب
  .هاي زير دارداستفاده از روش
 د ي، ماورا بنفش شديچاپ يد مانند الگوهايساخت جد يهاکيتکن(EUV)يتوگرافيو ل ٤ -

 يورغوطه يها

 و چند  يتيگ معماري سه ،يتيگمعماري دو د مانند يجد يهايکربنديساختارها و پ
 يياهسته

 به  يب بالا، مواد فلزيبا ضر يياهکيالکتريتحت تنش، د يهاکنيليد مانند سيمواد جد
 ]۶[ت يعنوان الکترود گ

که به  ييهاپيله آن چيده است، که به وسيقطعات حافظه گرد يز وقف پشته سازين ييهاتلاش
- يهم قرار م يبر رو يااند را به صورت پشتهدر کنار هم قرار گرفته يکنيليفر سيو يبر رو يصورت سنت

. دهديمورد انتظار گسترش م يهاتيفراتر از محدود ين مور را به صورتيقوانها ين تکنولوژيا]. ۷[دهد 
د يجد مين صورت گرفته است که در آن از مواد و مفاهيگزيجا يهايتکنولوژ يز در راستاين ييهاتلاش

- ها شامل حافظهين تکنولوژيا. شوديش عملکرد حافظه، استفاده ميبهتر و افزا يکوچک ساز يدر راستا

                                                        
1 Information Technology 
2 Person digital assistant 
3 Moore 
4 Extreme ultraviolet 
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 يسيمغناظ يتصادف يبا دسترس يها، حافظه]۸[ (FeRAM) يتصادف يک با دسترسيفروالکتر يها
(MRAM) ]۹[ر فاز دهنده ييتغ يها، حافظه(PCM , OUM) ]۱۰ [يمريا پليک يارگان يهاو حافظه ]۱۱ [

 ١يدوحالتد بر اساس يجد يژه، تکنولوژيو يسلول يها با ساختارهاج حافظهيرا يبرخلاف تکنولوژ. باشديم
شامل  ين خواص ذاتيا. مواد است، شکل گرفته است ير در خواص ذاتيياز تغ يمواد که ناش يکيالکتر

 .است يکيدان الکتريت در اثر اعمال ميته، فاز و هداي، پلاريسير خواص مغناطييتغ

 
  ]RFID ]۲۲ يچاپ شده مورد استفاده برا يمنطق يمدارها )۱-۱ شماره شکل

نده در ابعاد يآ يهاحافظه يعمل يکاربردها يبرا يد بخشيام يدايکاند يمريک و پليمواد ارگان
 يابعاد و امکان طراح يآنها، کوچک ساز يبالا يريند پذيخواص جذاب آنها شامل فرا. باشديم يمولکول
که در  ياژهيو يهانشان داده شده است که مولکول]. ۱۲[باشد يم ييايميق سنتز شياز طر يمولکول

توانند يت کنند و ميرا هدا يکيان الکتريتوانند جرياند، مقرار گرفته يقابل آدرس ده يهاچهارچوب
شامل  يمريک و پليارگان يهاحافظه يايمزا]. ۱۳[اطلاعات را در خود حفظ کنند  يکيالکتر يهاتيب

ب، مصرف توان نه مناسيل کاهش هزيمناسب، پتانس يکوچک ساز ييساختار قطعه، توانا يسادگ
مواد ]. ۱۴-۲۱[ باشدمي ره دادهيذخ يت بالايو ظرف يسه بعد يپشته ساز يين، تواناييپا يعملکرد

 يو از همه مهمتر سادگ يري، انعطاف پذيکيهستند مانند مقاومت مکان ياژهيخواص و يدارا يمريپل
ک و يمواد ارگان يه نشانيلا ر تحت خلا ويچون تبخ يدشوار يندهايفرا يبرا ينيگزيبه عنوان جا. نديفرا
له پاشش، پوشش با يحالت محلول چون پوشش تحت چرخش، پوشش به وس يندهايک، فراير ارگانيغ

- يمختلف را م يهاهيلاريز ينتر بر روي، پوشاندن با استفاده از غلطک و چاپ با استفاده از پريغوطه ور
 يچاپ شده را برا يمنطق يمدارها ۱-۱ شماره شکل]. ۲۱[مورد استفاده قرار داد  يمريمواد پل يتوان برا

د شده يتول PolyICله شرکت يکه به وس (RFID) ييويبا فرکانس راد ييشناسا يهااستفاده در برچسب
                                                        
1 Bistability 
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  ].۲۲[دهد ياست، از خود نشان م

  مفاهيم پايه -٢- ١

  حافظه الکترونيک چيست؟ - ١-٢- ١
تال يجيد يابياطلاعات قابل بازشود که يم گفته ياک، مفهوم حافظه معمولا به قطعهيدر الکترون

- ستميمدرن و س يوترهايکامپ ياديبن ياز اجزا يکين بخش يا. دارديدر خود نگه م يک بازه زمانيرا در 
ع و از لحاظ اندازه يسر ييک از نظر سرعت پاسخگويک حافظه الکتروني]. ۲۳[ک است يالکترون يها

. توان آن را خواند و درون آن نوشتيم ،شوديک مرکز پردازشگر متصل ميکه به  يفشرده است و زمان
- سکي، دCD ،DVDگر اشکال حافظه مانند يک و ديالکترون يهاحافظه تفکيک بينها باعث ن مشخصهيا

 يبرا حافظه، ين واحدهايا. شودمي ييويديو -يصوت يسک سخت و نوارهاي، دZIP ،floppy disk يها
، ينور يهاگناليل سيتبد يبرا يکيزات مکانيتجه، به يشناخته شدن توسط واحد پردازشگر مرکز

ره ياز آنها با نام ادوات ذخ ينرو گاهياز دارند از اين يکيالکتر يهاگناليگر انواع آن به سيا دي يسيمغناط
ر يغ يهادمهيک معمولا از نيالکترون يره سازيکه قطعات ذخ يياز آنجا]. ۲۴[شود ياد مي يکيمکان يساز
 يهاحافظه .شودياد مي يهادمهين يکيالکترون يهااند، از آنها با نام حافظهک ساخته شدهيارگان

 يهادمهين يهاا مکمل در کنار حافظهين و يگزيجا يتواند به عنوان تکنولوژيم ارگانيک يکيالکترون
  .استفاده شود

  متنوع يبر وجود حافظه ها يبه سرعت دليل نياز -٢-٢- ١
با سرعت بالا نيازمند  يها پردازنده؟ حافظه در کامپيوتر تا بدين ميزان متنوع و متفاوت است چرا

در . باشنديخود م  ييو کارآ ياز داده ها به منظور افزايش بهره ور ييسريع و آسان به حجم بالا يدستياب
بايست يمورد نياز در زمان مورد نظر  نباشد، م يبه داده ها يصورتيکه پردازنده قادر به تامين و دستياب

 يهابا سرعت جديد يهاپردازنده. مورد نياز  باشد يتامين داده ها تظارعمليات خود را متوقف و در ان
با  ييهاپردازنده. نياز خواهند داشت) يه بايت در هر ثان هاميليارد( از داده ها  ييبه حجم بالا يگيگا هرتز

. اتلاف زمان مفيد آنان مطلوب و قابل قبول نخواهد بود گران قيمت بوده و قطعا سرعت اشاره شده
در اين راستا از . اندرا مطرح نموده" حافظه  يلايه بند" طراحان کامپيوتر به منظور حل مشکل فوق ايده 

ه بعمل استفاد يارزان تر در حجم بيشتر يميزان اندک استفاده و از حافظه ها هگران قيمت ب يحافظه ها
ارزان قيمت با  يرسانه ذخيره ساز کهارد ديسک ي. اول، هارد ديسک استحافظه متد ارزانترين. آيديم

اطلاعات بر  يذخيره ساز يبا توجه به ارزان بودن فضا. از اطلاعات است ييحجم بالا يتوان ذخيره ساز
 يحافظه مجاز نظير يمتفاوت يآنها ذخيره  و با استفاده از روش ها يهارد، اطلاعات مورد نظر بر رو يرو
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  .  ، از آنها استفاده نمود RAMحافظه  يفيزيک ياز فضا يسرعت بدون نگرانه و ب يتوان بسادگيم
يک  هايبيت تعداد. حافظه است يدر ساختار سلسله مراتب يبعد يسطح دستياب RAM حافظه
. داشت يتوان به آنها دستيابياز حافظه است که در يک لحظه م يييت هادهنده تعداد با پردازنده نشان

سرعت  جشمگاهرتز واحد سن. ، قادر به پردازش دو بايت در هر لحظه استيمثلا يک پردازنده شانزده بيت
  IIIپنتيوم   يبيت ۳۲يک کامپيوتر " مثلا. است" ميليون در هر ثانيه"پردازش در پردازنده ها است و معادل 

. ميليون بار در ثانيه است ۸۰۰، قادر به پردازش چهار بايت بصورت همزمان و MHz-۸۰۰با سرعت 
بهمين دليل .  همسنگ شدن با سرعت پردازنده نيست يسرعت مناسب برا يدارا ييبتنها  RAMحافظه 

 تربالا RAMاست هر اندازه که سرعت حافظه  يبديه. گرددياستفاده م Cache ياست که از حافظه ها
- يم هينانوثان ۷۰تا  ۵۰بين  يسرعت يامروزه دارا ،مربوطه ياغلب تراشه ها .باشد مطلوب تر خواهد بود

در اين  .با نوع حافظه استفاده شده دارد ستقيمسرعت خواندن و يا نوشتن در حافظه  ارتباط م. باشند
پهنا و توسط  RAMسرعت . استفاده گردد DRAM,SDRAM,RAMBUS يراستا ممکن است از حافظه ها

پردازنده ارسال  يتواند بطور همزمان برايکه م ي، تعداد بايتBus  يپهنا. گرددي، کنترل مBusسرعت 
توان يک گروه از بيت ها را در هر ثانيه ارسال کرد يکه م يدفعاتبه تعداد  BUSگردد را مشخص و سرعت 

گويند مثلا يک يم Bus Cycleدازنده را سيکل منظم حرکت  داده ها از حافظه بسمت پر. شوديم گفته
Bus  با وضعيت :MHz ۱۰۰  قادر به ارسال چهار بايت به پردازنده و يکصد  يبيت، بصورت تئور ۳۲و

قادر به  يبصورت تئور MHz ۶۶ يده بيتزشان BUSکه يک  در حالي. در هر ثانيه است هميليون مرتب
گردد که با تغيير يبا توجه به مثال فوق مشاهده م. ميليون مرتبه در هر ثانيه است ۶۶ارسال دو بايت و 

 ندهپرداز يسرعت ارسال داده برا MHz ۱۰۰ به MHz ۶۶ از شانزده به سي و دو و سرعت از BUS  يپهنا
  . سه برابر گرديد

  الکترونيکي يهاانواع حافظه -٣-٢- ١
. م کردير فرار تقسيه فرار و غيت به دو گروه اوليتوان با توجه به فراريرا م کيالکترون يهاحافظه

ک ياز به يدهند و نيستم از دست ميره شده را به مجرد خاموش شدن سيفرار اطلاعات ذخ يهاحافظه
ز ين ودقطع ش يکيکه توان الکتر يزمان ير فرار حتيغ يهاحافظه. اطلاعات دارند ينگهدار يتوان ثابت برا

گر يد ييهار شاخهيتوانند به زيها من حافظهيا. ره شده را در خود حفظ کننديتوانند اطلاعات ذخيم
شتر شامل يگزارش شده ب يمريپل يهاحافظه .اندش داده شدهينما ۲-۱ شماره شکلم شوند که در يتقس

 يهار فرار و حافظهيغ يهاحافظهد يبري، ه)ک بار نوشته شود و به دفعات خوانده شودي( WORMحافظه 
 ].۲۵-۲۷[باشد يم (DRAM)ک يناميد يتصادف يبا دسترس ييهاو حافظه يسيت بازنويفلش با قابل

قادر به نگهداري دائم اطلاعات و خوانده شدن به  WORMبه عنوان حافظه غير فرار، يک حافظه 
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رت فيزيکي نوشت و امکان اصلاح اطلاعات در اين نوع حافظه فقط يکبار ميتوان به صو. صورت مکرر است
هاي توان براي ذخيره سازي استانداردهاي آرشيوي، پايگاهاز اين نوع حافظه مي. ذخيره شده وجود ندارد

ي طولاني زماني خوانده شود، استفاده هايي با حجم بالا که به صورت مداوم و در بازهداده و ديگر داده
 .است RFIDهاي الکترونيکي و ها در برچسبافظهکاربرد متداول اين نوع ح. کرد

 
 هاي الکترونيکيبندي حافظهدسته )۲-۱شماره شکل 

توان به يره آن را ميحالت ذخ. باشديفلش م يهار فرار، حافظهيغ يهااز حافظه يگرينوع د
 يهاداده يکرد و ما قادر به نوشتن، خواندن، پاک کردن و نگهدار يزيمجددا برنامه ر يکيصورت الکتر

فلش به  يهاحافظه. است يسير فرار و هم قابل بازنوين نوع حافظه هم غين ايبنابرا. ميدرون آن هست
همراه،  يشخص يهاانهي، راPDAمورد استفاده است مانند  ،ک قابل انتقاليدر الکترون ياصورت گسترده

ه يبر پا يحافظه فلش جار يتکنولوژ. تاليجيد يهانيو دورب ييويديا وي يصوت يهاپخش کننده
 .ت شناور استيبا گ يمه هادين -دياکس -دان فلزياثر م يستورهايترانز
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ک خازن مجزّا يت از داده را در ياست که هر ب يتصادف يک حافظه با دسترسي DRAMحافظه 
ها دارد، اطلاعات سرانجام شروع به ل به نشت دادن الکترونيک خازن تمايکه  يياز آنجا. کنديره ميذخ

، يابيبه باز يازمندين نيل ايبه دل. شود يابينکه بار خازن به صورت متناوب بازيکند مگر ايمحو شدن م
- يکه توان آن را قطع م يناطلاعاتش را زما DRAMکه  يياز آنجا. باشديک مينامين حافظه از نوع ديا

در  يبه عنوان حافظه اصل DRAMامروزه . ن حافظه از نوع حافظه فرار استيدهد، ايم از دست ميکن
- مشابه حافظه ياز خود اثرات يمريپل يهااز حافظه يبرخ. رديگيوترها مورد استفاده قرار ميشتر کامپيب

  .دهدينشان م يابيبازت نوشتن، خواندن، پاک کردن و يفرار با قابل يها

  RAMحافظه  - ۲-۴- ۱
  .کامپيوتر است  يشناخته ترين نوع حافظه در دنيا RAM(Random Access Memory(حافظه 

توان به هر سلول حافظه مستقيما ياست، چون م يبه اين نوع از حافظه ها  تصادف يروش دستياب
وجود  SAM(Serial Access Memory(ي، حافظه ها RAM يدر مقابل حافظه ها. پيدا کرد يدستياب
و صرفا امکان  کندمي حافظه ذخيره ياز سلول ها ياطلاعات را در مجموعه ا  SAM يحافظه ها. دارند

در صورتيکه داده مورد نظر در  .)نظير نوار کاست (  وجود خواهد داشت يبه آنها بصورت ترتيب يدستياب
. شودتا داده مورد نظر پيدا  گرددمي يحافظه به ترتيب بررس ينباشد هر يک از سلول ها يمحل جار
نظير ( باشند يخواهد بود مفيد م يبصورت ترتيب که پردازش داده ها الزاما در مواردي SAM يحافظه ها

با هر اولويت دلخواه  RAMذخيره شده در حافظه  يداده ها). گرافيک يکارت ها يحافظه موجود بر رو
  .ند بودخواه يقابل دستياب

  RAMحافظه  يمبان -۲-۵- ۱
ها ترانزيستور و خازن تشکيل است که از ميليون) IC(، يک تراشه مدار مجتمع  RAM  حافظه

. توان يک سلول را ايجاد کردييک خازن و يک ترانزيستور م ازها با استفاده در اغلب حافظه .گردديم
يا صفر را که يک و  يتاطلاعات مربوط به بخازن . باشدييک بيت داده م يسلول فوق قادر به نگهدار

 هايسوييچ بوده که امکان کنترل مدارعملکرد ترانزيستور مشابه يک  .خواهد کرد ي، در خود نگهداراست
زن و منظور خواندن مقدار ذخيره شده در خاه ب اين مدارها. کندفراهم مي تراشه حافظه را يموجود بر رو

 يقادر به نگهدار کهبوده )  سطل(خازن مشابه يک ظرف  .شودتفاده مياس، يا تغيير وضعيت مربوط به آن
ها پر بايست از الکترونيحافظه، ظرف فوق م در" يک" مقدار يمنظور ذخيره سازه ب. استها الکترون

له مهم در رابطه با خازن، نشت امس .شود يبايست ظرف فوق خاليمقدار صفر، م يذخيره ساز يبرا. گردد
 سرشارنيه يک ظرف ثا يبدين ترتيب پس از گذشت چندين ميل) وجود سوراخ در ظرف (  اطلاعات است

منظور اينکه حافظه بصورت پويا ه ب همانگونه که قبلا گفته شد بنابراين. گرددياز الکترون تخليه م


